— ] metal _/
P
X X'
n
metal
CICISISECHCRISICES
OO0 008
ZICHCOX SR SHORTEOR
S )
e 6 0l e & ©f i
b)I P © © 606 0 @ N l
N © N © 2 U N N < I |




8 V[ v
U, n ]
P Jy — | DU =qDV
b) U ]
" <—J, | DU=-qDV
| .
E
C q DV
E-. L ,
C) Flp . DVp T E
E, S| 19DVn F
EF,i,n
P = nk Hp = nk Hp = n}
VA 4 EeXt - i ) E
L
DV +Vgyt
i i i
E. —_—
E L
SN e

polarizacion
directa

»-

polarizacion
inversa




Lt Vext )
Vy | Vet P N
| 1 »
IS -
- |
polarizacion polarizacion
inversa directa
' +_| - + | -
AP =[N Hp[=|n| HP[=|NF
Vext,l Vext,2 > Vext,l
X \ }estados
ocupados
E. efecto
tunel x
Ev electrones
huec 4\7
(c)

(b)




| (ma) A region de resistencia

negativa
.
5 L
) comportamiento
T normal
el , -
0,1 0,2 Vext (V)

VAVAY,

S5

: \\/
/
§
\
A
\
|
|
|
|
\ é&
4
\v/

|
|

[}
M
O

B A regibnde A B
transicion




electrodo

dieléctrico

1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800




potencia de
salida

|
f—

—




} estados
ocupados

L1
N
/74




4 [}

-— n+|__

l )

estados
Ec }

ocupados inversion
de poblacion

EC‘ .
EV N T\
4 = -\
1 ) ¥

® (b)
superficie
reflejante 100% el;ectrodo
\ :
p+
f
ll . .
superficie superficie

rugosa

reflejante 99.9%




senal senal
eléctrica eléctrica

7
74

LED fotodiodo

%electroimém
disco
N

W # prisLn/a polarizador
N < _
o
fotodetector B
ﬁ polarizador v

fotodetector A

—

diodo laser




